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Línea de Investigación

Dispositivos y Sistemas MEMS



Línea de Investigación

Diseño, fabricación y caracterización 

de MEMS



Línea de Investigación
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Dispositivos y Sistemas MEMS.



Línea de Investigación

Sistemas con Sensores MEMS y 

Dispositivos con FGMOS.

 Ejemplo de lo que son MEMS

 Sistema de detección de gases

 Acelerómetro CMOS-MEMS

 Micro-celdas sobre FGMOS

 Transistores MOS de Compuerta Flotante



DISEÑO DE ESTRUCTURAS CON BASE AL 
FGMOS
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Dispositivos

⚫ Diseño de los dispositivos y fabricación 

tecnológica

⚫ Sensores de gas

◼ Gases inorgánicos

◼ Aromáticos

⚫ Microplaca caliente (calefactor)

MOSFET
Source/drain

Poly1
(MOSFET Floating-gate)

Metal1 Poly2

Sensing layer
(Semiconductor Metal/Oxide)

Microheater
(Poly1)

Micro-cavity

Silicon substrate

Silicon dioxide



Sistemas

⚫ Diseño de circuitos VLSI y 

procesamiento de señal

⚫ Circuitos de lectura de gas

◼ Analógicos

◼ Digitales

⚫ FPGAs

⚫ DSPs

⚫ Neurodifusos

◼ Mixtos

Circuito controlador de temperatura del 

microcalefactor.



Caracterización
Propiedades de óxidos semiconductores (Estática y Dinámica)

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Vin (V)

V
o

u
t 

(V
)

0 ppm Propane+ 50 %
Humidity

250 ppm Propane + 50 %
Humidity

500 ppm Propane + 50 %
Humidity

0 ppm Propane + 0 %
Humidity

Vout=1.65 V

0 20 40 60 80 100

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

R
e

s
is

te
n

c
ia

 (


)

Concentracion de CO (ppm).

 20C

 100C

 200C

 300C

Medición de la resistencia de una película

                de ZnO sin dopar.

R =47L  K

Floating gate

VCG

VoutVsen

VDD



Caracterización
Coeficiente de Resistencia Térmica (TCR) de materiales 

calefactores y sensores



Caracterización
Características I-V de los dispositivos integrados y de los sistemas 

sensores

Vgs

Vds



Simulación por computadora

◼ Sistema electrónico (PSPICE)

⚫ Circuitos de control térmico

⚫ Circuitos de procesamiento de señal

◼ Comportamiento electro-térmico (COMSOL)

⚫ Respuesta térmica de los materiales

⚫ Temperatura en función del voltaje aplicado



Diseño topológico
◼ Amplificadores

◼ Circuitos de procesamiento de señal

⚫ Digitales

⚫ Analógicos

◼ Motivos de prueba

◼ Microcalefactores, acelerómetros (sensores) y micropinzas

(actuadores)

◼ Transistores MOS de Compuerta Flotante



Procesos tecnológicos

◼ Depósito de películas sensoras

⚫ Óxidos semiconductores

⚫ Ferritas
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Procesos tecnológicos

◼ Micromaquinado Volumétrico
Simulación

Experimental



Microfotografías (SEM) de Grabado de Fosos



Acelerómetro CMOS-MEMS



Acelerómetro CMOS-MEMS
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Acelerómetro CMOS-MEMS



Acelerómetro CMOS-MEMS

Layout Chip fabricado



Procesos tecnológicos

◼ Micromaquinado Superficial



Caracterización eléctrica



Foto sensor como compuerta de control de 

un FGMOS



Línea de Investigación: 

Transistores MOS de Compuerta 

Flotante

Microfotografía del circuito n-MOS 

con compuerta flotante, fabricado 

con tecnología de 1.5 mm

Diseño topológico de un circuito 

n-MOS con compuerta flotante



Celdas integradas conteniendo 

transistores n-MOS

Línea de Investigación: 

Transistores MOS de Compuerta 

Flotante

Diseño topológico de un circuito 

n-MOS con compuerta flotante



Diseño topológico de un circuito 

n-MOS con compuerta flotante
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Línea de Investigación: 

Transistores MOS de Compuerta 

Flotante



Video demostrativo de los MEMS


